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■■  ははじじめめにに  
遷移金属カルコゲナイドはその光学的、磁気的特性に

よって材料への応用をはじめとして様々な分野で研究され
ている[1]。そのうちの1つであるパイライト型NiS2は水素発
生における電極触媒や光触媒として注目されている。 
このような物性において電子状態の研究は非常に重要

な意味を持つが、NiS2の電子状態についてはわからない
ことが多い。また触媒の反応機構についてもわかっていな
いことは残っている。 
我々は特に光触媒特性に着目しその材料の電子状態

について実験と考察を行った。 
 

図 1. パイライト型NiS2の結晶構造 
 
■■  活活動動内内容容  
1．光触媒材料の生成 
先行研究に基づいて光触媒特性を持つNiS2, g-C3N4, 

アセチレンブラックの混合物を合成した[2]。  
サンプルはX線回折(XRD)によって構造が確認され、パ

イライト型NiS2, g-C3N4がそれぞれ生成されていることを確
認した。 
 
2．XPS 
 サンプルについてX線光電子分光(XPS)を行った。含有
される元素のピークを解析することで物質の状態について
調査した。XPSは表面敏感であるため、触媒にとって重要
な表面についての調査が可能な手法である。 
またNiS2単結晶のXPS測定を行った先行研究の結果と比
較を行った[3]。特にNi 2pのピークは他のニッケル化合物
と比べて特徴的であるためその差異から電子状態につい
て考察を行うことができた。 
 
 

図2. 合成したサンプルのXRD 

図3. サンプルのNi 2p XPS 
 
3. 光触媒特性 
 サンプルの光触媒特性についての実験を行った。同時
に反応時の吸光スペクトルの計測等によって反応時の電
子状態の議論を行った。 
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